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SiC-MOSFET の性能向上のためには，キャリア移動度や界面準位の改善が大きな課題である．

SiO2/4H-SiC(0001)界面をチャネルとするデバイス構造に代わり，近年では(0001)面にトレンチ構造

を形成し，m面(1-100)をチャネルとすることにより上述の課題の解決を図る試みがなされている．

しかしながら，トレンチ加工されたｍ面表面構造や酸化物界面に関する知見はほとんどなく，構

造に関しての基礎的な検討が必須である．そこで，我々はまず市販ｍ面 SiC 基板表面構造を詳細

に調べた．  

基板は 4H-SiCｍ面（新日鉄住金マテリアルズ製）を用いた．CMP 処理された As-received 表面

は，規則的なステップが認められ比較的平坦であった．この基板を(0001)面と同様な条件の水素エ

ッチングを施し，その後光学顕微鏡，AFMにて評価を行った．また，構造安定性を議論するため

に，ｍ面および発現したファセット構造の DFT計算による表面エネルギーおよび安定構造の検討

を行った． 

図１(a)に 1300℃，1気圧，15分の水素エッチングを行ったサンプルの AFM 像を示す．基板の

オフ角度に依存する規則的なステップ構造に加え，[11-20]方向に平行な筋状の構造が認められた．

図 1(b)に拡大した AFM像を示す．筋状構造は図 2のモデルに示す２つのファセットから形性され

ていると考えられる．ほとんどの部分は step-flow 的にエッチングされるが，安定なファセット

(1-10±1)が形性されることによって，step-flowエッチングが阻害され，筋状の構造が現れる．この

特徴的な筋状構造は，水素エッチング条件によって密度が変化することがわかった．当日は，形

性メカニズム・構造モデルおよび DFT計算の結果を議論する． 

 

 

 

 

図図２	 筋状構造のモデル図．各斜

面は(1-10±1)ファセットになって
おり，安定化している． 

図図１ (a) 4H-SiC m面の水素エッチング後(1300℃)の AFM像，
(b) 筋状構造の拡大図（図(a)の□部分） 
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